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La pr€sente invention concerne un dispositif semi- 
conducteur forme sur un substrat isolant et, plus sp€cialement , 
un. transistor MOS (metal-oxyde-semi-conducteur) forme sur un 
substrat isolant. 
5 D'importantes Etudes ont ete effectudes a propos 

de la formation d f une MAD (memo ire a accfcs direct) et d*une UCT 
(unite centrale de traitement) par integration de transistors MOS 
sur un substrat isolant, par exemple un 3ubstrat de saphir. L f un 
dee exemple s d'application de la formation de transistors MOS sur 

lO un substrat isolant est fourni par un circuit de protection d 1 entree 
destine* a un circuit de type int£gre\ La figure 1 prSsente un cir- 
cuit de protection d 1 entree selon la technique ante*rieure. Comme le 
montre la figure 1, une tension d'un niveau predetermine est deiivree 
par un circuit d'attaque (non represent**) a l 1 extremite* d'entree INI 

15 du circuit de protection d' entree. La tension d* entree est deiivree 
par l f intermedia ire d r une resistance protectrice Rl au circuit 
integre a proteger, lequel est connecte It une extremite de sortie 01 
du circuit de protection d 1 entree. Le symbole de reference Tl designe 
un transistor MOS forme sur un substrat de saphir. La region de 

20 drain D du transistor MOS est connect6e a 1* extremite de sortie de 
la resistance protectrice Rl, et sa region de source et son elec- 
trode de grille sont connectees a la terra. Une extremite d'un 
condensateur CI est connectee a I 1 extremite de sortie 01, et son 
autre extremite est connectee a la terre. Le transistor MOS Tl est 

25 forme sur le substrat de saphir, et ses regions de source, de drain 
et de canal sont en contact direct avec le substrat de saphir. Ainsi, 
la region de canal est maintenue dans un etat flottant. Puisque 
1* electrode de grille du transistor MOS est connectee a la source S, 
le transistor MOS est theorlquement dans I'etat non conducteur. 

30 Toutefoia, puisque la region de canal est maintenue dans I'etat 

flottant, un courant de canal (da au phenomene dit de Kink) resul- 
tant de l*ionisation par impacts circule dans le trajet drain-source 
lorsqu'une tension de 5 V eat appllquee a 1* extremite d' entree INI. 
Ce courant de canal entralne un courant de fulte de drain du tran- 

35 slstor MOS et, par consequent, un courant de fuite d 1 entree a l 1 extre- 
mite d* entree INI. Puisque l'intensite du courant d 1 entree allant 
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du circuit d'attaque a l'extremite d 1 entree INI est strictemeut 
llmitee, II faut emp6cher que le courant de fuite d 1 entree ait une 
grande intensity.- Pour diminuer la longueur de canal du transis- 
tor MOS Tl dans un but de miniaturisation, il faut augmenter la 
concentration d'impurete de la region de canal afin d'empfccher 
l'effet de canal court. Toutefois, dans ce cas, le phenomene de 
Kink devient notable* II est possible de maintenir la region 
de canal a une tension predetermine en connectant un conducteur 1 
a la region de canal afin de diminuer le courant de fuite de drain 
du transistor HQS Tl. Toutefois, le conducteur 1 doit etre connect^ 
a la region de canal a I'extSrieur de l'aire du transistor MOS. 
Ceci espeche d'amfiliorer la density d' integration des transistor MOS. 

Un but de 1* invention est de proposer un dispositif 
semi-conducteur qui est forme* sur un substrat isolant et qui pos- 
sede des regions de source, de drain et de canal en contact direct 
avec le substrat isolant, o& la region de source, la region de 
canal et une electrode de grille sont eiectriquement connecters 
entre elles a I'interieur d'une region semi- conduc trice qui est 
occupee par le dispositif semi- conducteur de facon a maintenir la 
region de canal a un potent iel predetermine. 

Ua autre but de 1" invention est de proposer un dis- 
poaitif semi-conducteur possedant une density d" integration accrue. 

Un autre but de 1' invention est de proposer un dis- 
positif semi-conducteur dans lequel le phenomene de Kink est empeche* 

Le dispositif semi-conducteur selon 1* invention com* 
porta : un substrat isolant; des regions de source, de drain et de 
eanal qui sont chacisne en contact direct avec le substrat isolant; 
une electrode de grille foraee en regard de la region de canal au 
trovers d'une pellicule lsolante de grille. Le dispositif semi- 
conducteur comport e en outre un moyen permettant de connecter 
e le c tr iquement la region de canal, la region de source et 1* elec- 
trode de grille entre ellea a l'intdrieur de la region semi- 
conductrice qui est occupee par le dispositif semi-conducteur. 

Puisque le potent iel de la region de source est ma in- 
born constant, le potent iel de la region de canal peut egalement 
tot ■atntnrm constant. 
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La description suivante, concue a titre d 1 illustra- 
tion de 1' invention, vise a donner une meilleure comprehension de 
668 caracteristiques et avantages; elle s'appuie sur les dessins 
annexes, parmi lesquels : 
5 - la figure 1 est un schema de montage d'un circuit 

de protection d 1 entree claesique destine & un circuit integre et 
comportant un transistor MOS forme sur un substrat isolant; 

- la figure 2 est un schema de montage d'un circuit 
de protection d 1 entree destine a un circuit integre et comportant 

10 un transistor MOS forme sur un substrat isolant, selon l f invention; 

- la figure 3 est une vue en plan d'un transistor MOS 
permettant d'expliquer les positions relatives des regions semi- 
conductrices du transistor MOS et de son Electrode de grille selon 
un mode de realisation de I 1 invention; 

15 - la figure 4 est une vue en coupe du transistor MOS 

prise selon la ligne 4-4 de la figure 3; 

- la figure 5 est une vue en plan d*un transistor MOS 
permettant d'expliquer les positions relatives des regions semi- 
conductrices du transistor MOS et de son Electrode de grille selon 

20 un autre mode de realisation de l 1 invention; et 

- la figure 6 est une vue en coupe du transistor MOS 
prise sulvant la ligne 6-6 de la figure 5. 

Comma on peut le voir sur la figure 2, une extr Smite 
d' entree IN2, une extremite de sortie 02 et un condensateur C2 

25 correspondent reepectivement a l 1 extremite d' entree INI, a l 1 extre- 
mite de sortie 01 et au condensateur CI de la figure 1, si bien que 
l'on pourra omettre leur description detainee, Un transistor MOS T2 
est forme sur un substrat de saphir. La region de canal du transis- 
tor MOS T2 est eiectriquement connectee a ea region de source S, 

30 laquelle, avec l'eiectrode de grille, est connectee k la terre. On 
se reporte maintenant aux figures 3 et 4, sur lesquelles on peut 
voir qu"il existe des regions semi- conductrices d'un transistor MOS 
& canal n qui complement une region de source 11 de type n + , une 
region de drain 12 de type n + et une region de canal 13 de type p". 

35 Cea regions semi -conductrices 11, 12 et 13 sont en contact direct 
avec un substrat de saphir 10. Un prolongement 13a de la region 
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de canal 13 de type p", qui est represents sur le cote droit, est 

en contact avec la region de source 11 de type n + # Une pellicule 

isolante de grille 14 est formee sur la region de canal 13 de 

type p" (y compris le prolongement 13a), Une electrode de grille 15 

5 est fbrrage sur la pellicule isolante de grille 14 (voir figure 4). 

Le nuoero de reference 16 designe une pellicule de SiO^ et le 

num£ro de reference 17 designe une pellicule de Si0 2 formee par 

depot chimique sous forme vapeur sur les regions semi-conduc trices 

du transistor MOS a canal n. Une Electrode d^luminium 19 (voir 

lO figure 4) est placee dans un trou de contact 18a et est formde au 

travers de la pellicule 17 de SiO^ afin de venir au contact de la 

+ 

region de source 11 de type n ♦ L 1 electrode de grille 19 est aussi 
eiectriquement connectee a l 1 electrode de grille 15. Pour obtenir 
un contact ohmique entre la region de source 11 de type n + et 
15 l'eiectrode d' aluminium 19, on effectue un recuit apres le depot 

+ 

de l'eiectrode d' aluminium 19 sur la region de source 11 de type n 
afin de former entre elles une pellicule eutectique 20 con tenant 
de 1* aluminium et du sllicium. Far une determination appropriee 
de la duree et de la temperature du recuit, on peut faire que la 

20 pellicule eutectique 20 attelgne le prolongement 13a de la region 
de canal 13 de type p", comme cela apparalt sur la figure 4» Ainsi, 
la region de source 11 de type n , peut Stre eiectriquement con- 
nectee a la region de canal 13 de type p". Lor a que la region de 
source 11 de type n est maintenue connectee a la terre par 1' inter- 

25 mediaire de ^electrode d'aluminium 19, le potentiel de la region 
de canal 13 du type p~ peut 6tre maintenu constant, Dans le meme 
temps, 1' electrode de grille 15 est maintenue connectee a la terre. 
L 1 electrode d' aluminium 19, l*eiectrode de grille 15, la region 
de source 11 de type n + et la region de canal 13 de type p" peuvent 

30 etre sensiblement eiectriquement connectees entre elles a I'inte- 
rieur de la region eemi-conductrice du transistor MOS a canal n. 

Dans le circuit de protection d 1 entree presente sur 
la figure 2, pa is que la region de canal de type p" du transistor MOS 
X2 est maintenue au potentiel de la terre, aucun courant de fuite 

35 d* entree ne circule lorsqu'une tension de niveau normal est appliquee 
a I'extreaite d*entree IN2. Toutefois, meme lorsqu'une pointe de 
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tension est appliquee a l'extremite d'entree IN2, celle-ci est 
r£gul£e par un circuit de filtrage comportant une resistance 
protectrice d'entree R2 et le condensateur C2. En resultat, un 
signal de tension possddant un flanc antSrieur regularise apparalt 
5 a l'extremite de sortie 02, c'est-a-dire que la pointe de tension 
ne peut pas apparaltre a l'extremite de sortie 02. Le placage du 
drain du transistor MOS T2 permet qu'un courant circule via la 
resistance protectrice R2 si une tension d'entree positive supe- 
rieure a un niveau predetermine est appliquee a l'extremite 

10 d f entree IN2. Lorsqu'une tension d'entree negative ayant une ampli- 
tude superieure a un niveau negatif predetermine est appliquee a 
l'extremite d'entree IN2, le transistor MOS T2 passe dans l'etat 
conducteur, si bien que le courant y circule via la resistance 
protectrice R2. Une tension qui possede un niveau super ieur au 

15 niveau predetermine ne peut pas apparaltre a l'extremite de sor- 
tie 02 en ralson de la chute de tension aux bornes de la resis- 
tance protectrice R2,. ce qui assure la protection d'entree* Lorsqu f un 
signal de tension d' entree possedant un niveau predetermine, par 
exemple une tension de 5 V, est applique a l'extremite d'entree IN2, 

20 le claquage ne se produit pas dans le transistor MOS T2. Ainsi, 
un signal d'entree dont le niveau de tension reste invariable 
apparalt & l'extremite de sortie 02. Puis que la region de source S 
est maintenue au potentiel de la terre, les porteurs produits par 
l'ionisatlon par impacts sont absorbes par la region de source S. 

25 Ainsi, le phenomena de Kink est empSche, et le courant de fuite 

d'entree n' augment e pas, Comme decrit ci-dessus, puisque la region 
de source, la region de canal et 1' electrode de grille peuvent 
etre eiectriquement connectees entre elles a 1' inter ieur de la 
region semi-conduc trice occupee par le dispositif semi-conducteur, 

30 la denslte d" integration du dispositif semi-conducteur peut etre 
augmentee. 

TJn dispositif semi-conducteur selon un autre mode de 
realisation de 1' invention est decrit en relation avec les figures 5 
et 6. Lee numeros de reference deja utilises sur les figures 3 et 4 
35 designent, sur les figures 5 et 6, les mftmes parties et on omettra 
d'en fa ire una description detalliee.Le dispositif semi-conducteur 
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du deuxieme mode de realisation presents sur les figures 5 et 6 est: 
ldentique a celui du premier mode de realisation presents sur lee 
figures 3 et 4, a 1' exception du fait que la region de canal 13 de 
type p" et la zegion de source 11 de type n** peuvent etre eiectrique- 
5 seat connectees eana que la pellicule eutectique 20, presentee sur 
la figure 4, qui est formee entre 1» electrode d* aluminium 19 et 
la region de source 11 de type n + soit etendue jusqu'au prolonge- 
ment 13a. Ainal, comme on peut le voir sur les figures 5 et 6, une 
region 22 d 1 impure te de type p + , possedant le meme type de con- 
10 ductivite que la region de canal 13 de type p , est formed de 

facon a venir au contact d'une par tie de la region de source 11 
de type n + . 1/ electrode d' aluminium 19 est disposed a u travers 
d^un trou de contact 18a forme a travers une pellicule 17 de Si0 2 
forra§e par depot chimique sous forme vapeur de maniere a venir au 
15 contact d'une electrode de grille 15, de la region de source 11 

de type n + et de la region 22 d« impure te de type p . Dans le dis- 
poaitif semi-conducteur selon le deuxieme mode de realisation, la 
region de canal 13 de type p" est eiectriquement connectde a la 
region de source 11 de type n + par l 1 intermedia ire de la region 22 
20 d* impure t<5 de type p + . Dana ce mode de realisation, on peut former 
la pellicule eutectique 20 a l f interface entre V electrode d'alu- 
tainium 19 et la region de source 11 de type n + et entre l 1 electrode 
d' aluminium 19 et la region 22 d 1 impure te de type p . Xoutefois, 
11 n'est pas necessaire que la pellicule eutectique 20 soit etendue 
25 jusqu'au prolongement 13a de la region de canal 13 de type p . 

Dans les modes de realisation ci-dessus de finis, des 
caa cat ete decrits ou V invention etait appliquee a des transis- 
tors HOB a canal n. L« invention peut egalement etre appliquee a 
un transistor HOS a canal p et a un transistor CMOS. De plus, dans 
30 le deuxieme mode de realisation presents sur les figures Set 6, 

il est possible de remplacer toute l'aire de la region de source 11 
da type n + par une region d'impurete de type p . Dans ce cas, il 
est obtenu un transistor MOS qui possede une region de drain de 
type n + , une region de canal de type p" et une region de source 
35 de type p + . 
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Bien entendu, l'homme de l'art sera en me sure d' ima- 
gine r, & partir des dispositifs dont la description vient d'etre 
donn€e d titre simplement illustratif et nullement limitatif, 
diverses variantes et modifications ne sortant pas du cadre de 
5 1* invention. 
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RE VESICATIONS 

1, Dispositif semi-conducteur forme* sur un aubstrat 
isolant, comprenatit une region de source (11), une region de 
drain (12) et une region de canal (13) formde entre elles, qui 
sont chacune en contact direct avec le substrat isolant (10), 

5 et une Electrode de grille (15) formde en regard de la region 

de canal (13) au travers d f une pellicule isolante de grille (14), 
caract&rlse 1 en ce qu'il comprend un moyen de connexion permet- 
tant de connecter e"lectriquement en connmra la region de canal (13), 
la region de source (11) et 1» Electrode de grille (15) a 1'intS- 
10 rieur d'une region semi-conduc trice qui est occupSe par le dis- 
positif semi-conducteur. 

2. Dispositif selon la revendication 1, caractfirise 1 

en ce que ledit nioyen de connexion comprend : une Electrode m£tal- 
lique (19) qui est en contact avec 1' Electrode de grille (15) et 

15 la region de source (11) par 1' intermSdiaire d'un troude contact (18a) 
forme au travers d'une pellicule isolante (17) dispos£e sur le dis- 
positif semi-conducteur; et un moyen qui permet qu'une pellicule 
eutectique (20) con tenant le mat€riau de ladite Electrode m£tal- 
lique (19) et le materlau semi-conducteur de ladite region de 

20 source (11) soit formeea l'interface de l'Slectrode m£tallique (19) 
et de la region de canal (13) de fag on a entendre jusqu'a un pro- 
longement (13a) de la region de canal (13), et qui couple e"lec- 
triquement la region de source (11) et la region de canal (13) par 
I'intenaSdiaire de ladite pellicule eutectique (20). 

25 3. Dispositif selon la revendication 1, caract€rie£ en 

ce que ledit moyen de connexion comprend : une region d'impuret€ (22) 
qui est forra£e sur au moins une partle de la region de source (11), 
qui est en contact avec la region de canal (13) et qui possede le 
mtee type de conductivity que la region du canal (13); et une 

30 Electrode m£tallique (19) qui est en contact glectrique avec 

1 Electrode, de grille (15), la region de source (11) et la region 
d'iMpurete* (22) par I'intermgdiaire d»un trou de contact (18) forme" 
au travers d'une pellicule isolante (17) placee sur le dispositif 
semi-conducteur . 
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4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caracte*- 
rise* en ce que I 1 Electrode m£tallique (19) consiste en une Elec- 
trode d' aluminium, 

5. Dispositif selon la revendication 3, caract£ris£ 
en ce que la concentration en impure te* de ladite region d 1 impure 
(22) poss^dant le meme type de conductivity que la region de 
canal (13) est sup&rieure a la concentration en impuret£ de ladite 
region de canal (13). 
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